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Introducéao

O processo sol-gel é utilizado para sintetizar uma
série de sistemas multicomponentes, além disto,
permite também a obtencdo de um sélido com
porosidade controlada com as particulas de 6xidos
metalicos altamente dispersos nas matrizes da silica
[1,2]. Este projeto tem como objetivo estudar a
técnica de  preparacdo, caracteristicas e
propriedades do SiO,/Al,03/V,05, obtido pelo
processo sol-gel. Este material pode ter potenciais
aplicacbes devido as suas caracteristicas acidas,
como no desenvolvimento de  eletrodos
guimicamente modificados (EQMSs), como
adsorventes de ions e corantes em solucao, catalise
e fabricacdo de sensores, entre outros.

O composto SiO,/Al,03/V,0s5 foi sintetizado através
do processo sol-gel. A caracterizacdo do mesmo foi
feita através de espectroscopia de absorcdo na
regido do infravermelho (IV), difracdo de raios X
(DRX), fluorescéncia de raios X (FRX) e analise das
isotermas de adsorcédo e dessorcédo de nitrogénio a
77 K. Medidas de microscopia eletrbnica de
varredura (MEV) e TGA estdo em processo de
realizacéo.

___ Resultados e Discussdo

Pela andlise das isotermas de adsorcdo e
dessorcdo de N, a 77 K, pela técnica BET, foram
obtidos os seguintes parametros: area superficial
especifica de 369,2 m2 g™, volume do poro de 0,042
cm® g™ e tamanho do poro de 15,52 A.

Pelos dados da técnica de FRX o material
apresenta a seguinte composicao: 81,6% de SiO,;
9,1% de V5,05, 6,6% de A|203 e 2,7% de SO;. A
presenca do Ultimo componente pode ser explicada
pelo uso do catalisador H,SO,4 na sintese.

A Figura 1 mostra o espectro de IV, o qual
apresentou bandas com deslocamento similar a
silica pura: 3447 cm™ (vo), 1651 cm™ (Bo.y), 1076
Cm_l (VSi-O)a 951 Cm_l (VSi-OH)a 792 Cm_l (VSi—O—Si) e 449
cm™? (Osi.o-s)- O que leva a crer que a rede de SiO,
€ pouco perturbada pela adicdo do Al,O3 e do V5,05,
sugerindo que sua inclusdo seja por meio de
disperséo na rede.

Os difratogramas de raios X (Figura 2) do material
calcinado a varias temperaturas exibe que o
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material € amorfo até uma temperatura de 800 °C.
Em 1000 °C se observa a presenca de fases
cristalinas referentes a cristobalita (SiO,), sendo
esta predominante, e a fase cristalina do V,0Os.

Figura 1. Espectro de IV da amostra de
SiO,/AlL,03/V,05 preparada pelo processo sol-gel.
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Figura 2. Difratograma de raios X da amostra de
SiO,/AlL03/V,05 obtida pelo processo sol-gel,
calcinada em diferentes temperaturas, durante 8h.

Conclusobes

Andlises de IV e DRX do material SiO,/Al,O3/V,0s5
obtido pelo processo sol-gel sugerem que o material
€ homogéneo, o que sera confirmado
posteriormente por analise de EDS. Pela analise de
Sger podemos ver que o material possui excelente
area superficial especifica. O material podera ser
usado futuramente como adsorvente de ions
metalicos em solucéo.
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